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[序]: 金属水素化物は水素貯蔵・イオン伝導等のエネルギーデバイス応用の観点で研究され

てきたが、硫化水素における高温超伝導の報告以降[1]、エレクトロニクス応用への関心も高

まっている[2]。水素化マグネシウム(MgH2, ルチル型, a = b = 4.517 Å, c = 3.021 Å)はバンド絶

縁体であるが、Li や Al のキャリアドーピングによる金属-絶縁体転移が理論的に予想される

など[3]、興味深い物性の発現が期待されている。しかしながら、これまで MgH2 の単結晶薄

膜を直接合成したという報告はないため、MgH2の実験的な物性研究は進んでいない。そこで

本研究では、反応性マグネトロンスパッタ法を用いた単相 MgH2 薄膜のエピタキシャル成長

を試みた。 

[実験]: MgH2薄膜は反応性 RF マグネトロンスパッ

タ法を用いて作製した。MgH2と同じルチル型である

TiO2(110)基板を用い、RF 10 W にて 30 分間成膜した

(膜厚: ~100 nm)。基板温度(Ts)は室温と 398 K、水素

分圧(PH2)を 0.25 から 1.0 Pa まで変化させた。なお、

成膜時のアルゴン分圧は 1.0 Pa に固定した。成膜後、

薄膜の結晶性は X 線回折(XRD)を用いて評価した。 

[結果]: PH2 = 0.5 Pa, Ts = 室温にて成膜した薄膜の 2
次元 XRD パターン(Fig.1)から、単相の MgH2薄膜が

(110)配向して成長していることを確認した。また、

逆格子マップ測定(Fig.2)から、MgH2 200 ピークが

TiO2 200 ピークと同一の方位に観察され、MgH2がエ

ピタキシャル成長していることがわかった。続いて、

PH2 = 0.5 Pa における基板温度依存性を調べたとこ

ろ、Ts = 398 K では金属 Mg に由来する不純物ピーク

が観測された。以上から、単相の MgH2 エピタキシ

ャル薄膜の合成が可能であると示されたので、今後

の物性研究への発展が期待される。 
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Fig. 1 2D-XRD pattern 

(PH2 : 0.5 Pa, Ts : room temperature) 

 
Fig. 2 Reciprocal space mapping 

(PH2 : 0.5 Pa, Ts : room temperature) 
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